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 要  旨 
近年、無線通信はCDMA(Code Division Multiple Access)やOFDM(Orthogonal 















で生じる隣接チャンネル漏洩電力(Adjacent Channel L akage Power Ratio)の非
対称性もOFDMにおいては、出力電力2dBmから18dBmにおいて1.53dBから1.06dBへ、
W-CDMAにおいては、出力電力10dBmから28dBmにおいて12.61dBから3.02dBへと低減
させることができた。また、同出力範囲ではACLR自身を平均5.3dB改善できること
が実験的に示された。 
 
